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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Aufbereiten einer Re- 114
aktionskammer (100) mit folgenden Schritten: l
(a) Reinigen der Reaktionskammer (100), umfassend:
Einlassen einer ersten Gasmischung (108) in die Reakti-
onskammer (100);

Einschalten einer Quelle fir Radiofrequenzenergie zum
Einleiten eines Trockenreinigungsvorgangs, um Mikroteil-
chen mit hohem Molekulargewicht aus dem Inneren der
Reaktionskammer (100) zu entfernen;

Entfernen der ersten Gasmischung (108) aus der Reakti-
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onskammer (100); | 120 ||

(b) Aufbereiten der Reaktionskammer (100), umfassend: 118 116
Anordnen eines Dummy-Wafers oder eines Produktwafers —

(118; 122) mit einer Photolackschicht (120) auf der Oberfla- ;] l —106
che des Dummy-Wafers oder des Produktwafers (118; 122) 112 L =104

im Inneren der Reaktionskammer (100),

Einlassen einer zweiten Gasmischung (114) aus Wasser-
stoff und Stickstoff in die Reaktionskammer (100); und
Einschalten der Quelle fiir Radiofrequenzenergie, um eine
Reaktion zwischen der zweiten Gasmischung (114) und
dem Photolackmaterial auf dem Dummy-Wafer oder dem
Produktwafer (118; 122) durchzufihren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung von Halbleitergeraten. Insbeson-
dere betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zum Aufbereiten einer Reaktionskammer und zum
Kontrollieren der kritischen Abmessungen einer Atz-
schicht.

[0002] Nach der Verwendung eines Reaktors fir
chemische Dampfablagerung (CVD) oder eines Atz-
reaktors Uber einen gewissen Zeitraum hat sich hau-
fig Material aus Reaktionsprodukten oder Material
mit hohem Molekulargewicht auf der Innenoberflache
der Reaktionskammer abgelagert. Das aufgebrachte
Material haftet nur lose an den Reaktorseitenwanden
an. Daher kann das Material leicht abfallen, so daf
es Verschmutzungsteilchen im Inneren der Reakti-
onskammer bei einem darauffolgenden Prozel} er-
zeugt.

[0003] Um die Ansammlung einer zu starken Ver-
schmutzung im Inneren einer Reaktionskammer zu
verhindern, wird bei einem CVD-Reaktor oder einem
Atzreaktor nach einem eingestellten Zeitraum eine
Trockenreinigung durchgefihrt, so dal Mikroteil-
chen, die an den inneren Seitenwanden der Reakti-
onskammer anhaften, entfernt werden. Weiterhin
wird nach langer Betriebszeit und einer bestimmten
Anzahl an Trockenreinigungsvorgangen haufig eine
vorsorgliche Wartung (PM) der Reaktionskammer
durchgefiihrt, um die Reaktionskammer so wieder
herzustellen, dal} ideale Betriebsbedingungen herr-
schen.

[0004] Bei einer typischen Bearbeitungssituation,
beispielsweise einem Atzvorgang, bleiben héufig we-
nige Mikroteilchen an den inneren Seitenwanden der
Reaktionskammer haften. Nach der Trockenreini-
gung oder einer vorsorglichen Wartung haften jedoch
Mikroteilchen nicht mehr an den Innenoberflachen
der Reaktionskammer an. Der Zustand ohne Mikro-
teilchen unmittelbar nach einer Trockenreinigung
oder einer vorsorglichen Wartung fihrt haufig zu ei-
nem Absinken der Atzrate und zu einer Verschlechte-
rung der Gleichférmigkeit der Atzung. Daher ist ein
Vorbehandlungsschritt dazu erforderlich, um die Re-
aktionskammer nach einer Trockenreinigung oder ei-
ner vorsorglichen Wartung wieder aufzubereiten.

[0005] Herkémmlich wird zur Aufbereitung einer Re-
aktionskammer nach einer Trockenreinigung oder ei-
ner routinemafig durchgefihrten vorsorglichen War-
tung ein Dummy-Wafer im Inneren der Reaktions-
kammer angeordnet. Danach werden Gase ein-
schlieBlich Trifluormethan, Kohlenstofftetrachlorid,
Argon und Sauerstoff in die Reaktionskammer einge-
lassen. SchlieRlich wird eine Sauerstoffplasmaat-
zung Uber einen vorbestimmten Zeitraum durchge-
fuhrt, so dal® einige Mikroteilchen erneut an den In-
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nenoberflachen der Reaktionskammer anhaften.
Stand der Technik

[0006] Die Patentschrift US 5 639 341 A lehrt ein
Trockenatzverfahren, in dem eine Reaktionskammer
vor dem Atzen des eigentlichen Wafers durch Ab-
scheiden einer an den Wanden der Kammer haften-
den Schicht, die durch eine Alterungsbehandlung ei-
nes siliziumhaltigen Alterungs-Wafers mit sauerstoff-
freiem Gas abgeschieden wird, vorbereitet wird. In
der Schrift wird darauf hingewiesen, dass in dem
Stand der Technik Alterungs-Wafer mit einer Photo-
lackschicht und ggf. zusatzlich etwa mit einer
WSi,-Schicht verwendet werden, die mit sauerstoff-,
chlor- und bromhaltigem Gas geatzt werden.

[0007] Die Patentschrift US 5 647 953 A offenbart
ein Plasmareinigungsverfahren einer Reaktionskam-
mer. Mithilfe fluor- oder sauerstoffhaltigen Gases
werden Oxidreste von den Innenseiten der Reakti-
onskammer entfernt.

[0008] Ein Verfahren, durch eine Abfolge eines
Kammerreinigungs-, Plasmareinigungs- und Seaso-
ningschritts insbesondere Uberreste von Fluor nach
einem Dampfabscheidungsprozess zu entfernen,
wird in der Patentschrift US 5 824 375 A beschrieben.

[0009] Die Patentschrift US 5 993 916 A offenbart
ein Verfahren zur Substratverarbeitung, das die Auf-
bereitung einer Reaktionskammer umfasst, wobei die
Reinigung der Reaktionskammer einen Trockenreini-
gungsschritt unter Verwendung einer ersten Gasmi-
schung und einer Quelle fir Radiofrequenzenergie
umfasst. Nach Auslassen der Gasmischung kann
eine nasschemische Behandlung erfolgen, gefolgt
von der Aufbereitung der Kammer durch Einbringen
eines weiteren Gasgemisches aus TDMAT, N, und
He zur nachfolgenden TiN-Abscheidung auf der
Kammerausstattung.

[0010] Die voranstehend geschilderten Aufberei-

tungsverfahren weisen jedoch einige Nachteile auf,

zum Beispiel:
1. Zur Aufbereitung des Inneren der Reaktions-
kammer muR ein Atzvorgang mit einem Sauer-
stoffplasma Uiber mehr als eine Stunde nach jeder
Trockenreinigung oder vorsorglichen Wartung
durchgefiihrt werden. Dies ist eine betrachtliche
Zeit.
2. Da eine Sauerstoffplasmaatzung mit einer Dau-
er von mehr als einer Stunde erforderlich ist, nach
jeder Trockenreinigung oder vorsorglichen War-
tung, wird der Dummy-Wafer schnell verbraucht.
Daher muf der Dummy-Wafer, der innerhalb der
Reaktionskammer angebracht ist, haufig ausge-
tauscht werden. Weiterhin missen spezielle Gase
in die Reaktionskammer wahrend der Aufberei-
tung eingelassen werden, wodurch die Kosten flr
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die Trockenreinigung und die vorsorgliche War-
tung erhoht werden.

3. Da die Aufbereitungszeit nach jeder Trockenrei-
nigung und vorsorglichen Wartung zeitaufwendig
ist, wird der Trockenreinigungszyklus verlangert.
Durch Verlangerung des Trockenreinigungszyklus
sammeln sich jedoch mehr Teilchen mit hohem
Molekulargewicht auf den Innenoberflachen der
Reaktionskammer an, was zu einem kirzeren Zy-
klus fir die vorsorgliche Wartung fihrt, und die
Nutzungsrate der Ausriistung verringert.

4. Nach Aufbereitung der Reaktionskammer wer-
den die Gase Stickstoff und Sauerstoff in die Re-
aktionskammer eingelassen, um mit der zu atzen-
den Schicht zu reagieren, jedoch kann die Gas-
quelle nicht einfach die kritischen Abmessungen
der zu atzenden Schicht kontrollieren.

Aufgabenstellung

[0011] Daher besteht ein Vorteil der vorliegenden
Erfindung in der Bereitstellung eines Verfahrens zum
Aufbereiten einer Reaktionskammer auf solche Wei-
se, dal die Reaktionskammer den Normalbetrieb in-
nerhalb des kurzestmdglichen Zeitraums wieder auf-
nehmen kann.

[0012] Ein zweiter Vorteil der Erfindung besteht in
der Bereitstellung eines Verfahrens zum Aufbereiten
einer Reaktionskammer auf solche Weise, dal} die
Kosten fir die Trockenreinigung und die vorsorgliche
Wartung verringert werden.

[0013] Ein dritter Vorteil der Erfindung besteht in der
Bereitstellung eines Verfahrens zum Aufbereiten ei-
ner Reaktionskammer auf solche Weise, dal} der Zy-
klus fur die vorsorgliche Wartung der Reaktionskam-
mer verlangert wird, und die Nutzungsrate der Nutz-
zeit der Einrichtung erhéht wird.

[0014] Ein vierter Vorteil der vorliegenden Erfindung
besteht in der Bereitstellung eines Verfahrens zum
Kontrollieren einer Atzschicht auf solche Weise, daR
die geatzte Schicht vertikale Seitenwande und exak-
te, kritische Abmessungen aufweist.

[0015] Um diese und weitere Vorteile zu erreichen,
wird gemaly der vorliegenden Erfindung Erfindung
ein Verfahren zum Aufbereiten der Reaktionskammer
eines Atzreaktors vorgeschlagen. Nach mehreren
Waferatzvorgangen wird eine Trockenreinigung oder
vorsorgliche Wartung der Reaktionskammer durch-
gefuhrt. Nach der Trockenreinigung oder vorsorgli-
chen Wartung werden gasférmiger Stickstoff und
Wasserstoff in die Reaktionskammer eingelassen,
und wird ein Dummy-Wafer in der Reaktionskammer
angeordnet. Eine Quelle fir Radiofrequenz (RF) wird
eingeschaltet, um einen Waferatzvorgang einzulei-
ten. Photolackmaterial auf dem Dummy-Wafer rea-
giert mit den Gasen im Inneren der Reaktionskam-
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mer, so daf} Teilchen mit hohem Molekulargewicht er-
zeugt werden, so dal} die Reaktionskammer in sehr
kurzer Zeit wieder aufbereitet wird. Alternativ kann
statt eines Dummy-Wafers ein Wafer fiir die Produk-
tion, der tatsachlich geatzt werden soll, in der Reakti-
onskammer nach der Trockenreinigung oder der vor-
sorglichen Wartung angeordnet werden. Zum Aufbe-
reiten der Reaktionskammer werden gasférmiger
Stickstoff und Wasserstoff in die Reaktionskammer
eingelassen, und wird dann RF-Energie eingeschal-
tet, um die Waferatzung zu beginnen. Die Gase im In-
neren der Reaktionskammer reagieren mit dem fir
die Produktion vorgesehenen Wafer, so dal® schnell
Teilchen mit hohem Molekulargewicht erzeugt wer-
den. Daher wird die Reaktionskammer in-situ bei
dem Waferatzvorgang aufbereitet. Zusatzlich fuhrt
das Vorhandensein gasférmigen Stickstoffs und
Wasserstoffs im Inneren der Reaktionskammer dazu,
daR die Atzreaktion des fiir die Produktion vorgese-
henen Wafers auf kontrollierte Art und Weise vor sich
geht. Daher werden kritische Abmessungen der ge-
atzten Schicht auf dem Wafer fir die Produktion ex-
akter kontrolliert, wahrend nahezu vertikale Seiten-
wande hergestellt werden.

[0016] Es wird darauf hingewiesen, dafl sowohl die
voranstehende, allgemeine Beschreibung als auch
die folgende Beschreibung von Einzelheiten als bei-
spielhaft zu verstehen sind, und das Verstandnis der
vorliegenden Erfindung erleichtern sollen.

[0017] Die beigefligten Zeichnungen sollen dazu
dienen, das Verstandnis der Erfindung noch weiter zu
erleichtern, und gehdren zur Beschreibung und bil-
den einen Teil von dieser. Die Zeichnungen erlautern
Ausfuhrungsformen der Erfindung, und dienen zu-
sammen mit der Beschreibung zur Erlauterung der
Grundlagen der Erfindung. Es zeigt:

[0018] Fig.1 und Fig. 2 eine schematische Quer-
schnittsansicht des Vorgangs der Aufbereitung einer
Reaktionskammer gemaf einer bevorzugten Ausfuh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig.3 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Wafers fur die Produktion mit einer reflex-
vermindernden Schicht gemaR der Erfindung; und

[0020] Fig.4 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erlduterung einer in-situ Aufbereitung einer
Reaktionskammer gemaf einer bevorzugten Ausfuh-
rungsform der Erfindung.

[0021] Nunmehr werden die momentan bevorzug-
ten Ausfihrungsformen der Erfindung im einzelnen
erlautert, von denen Beispiele in den beigefugten
Zeichnungen dargestellt sind. Soweit mdglich wer-
den dieselben Bezugszeichen in den Zeichnungen
und der Beschreibung zur Bezeichnung gleicher oder
ahnlicher Teile verwendet.
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Ausfihrungsbeispiel

[0022] Die Fig.1 und Fig.2 sind schematische
Querschnittsansichten, die den Vorgang zum Aufbe-
reiten einer Reaktionskammer gemag einer bevor-
zugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung
zeigen. Ublicherweise haftet eine bestimmte Menge
an Teilchen mit hohem Molekulargewicht an den in-
neren Seitenwanden einer Reaktionskammer 100
nach jedem Produktionszyklus an. Nach mehreren
Produktionszyklen bendtigt die Reaktionskammer
100 einen Trockenreinigungsvorgang zum Entfernen
einiger dieser Teilchen, und dann wird eine vorsorgli-
che Wartung nach mehreren Trockenreinigungszyk-
len durchgefiihrt. Die Trockenreinigung und die vor-
sorgliche Wartung der Reaktionskammer wird da-
nach in bestimmten Zyklen oder Abstanden wieder-
holt. Zur Durchfuhrung einer Trockenreinigung wird
ein Dummy-Wafer (nicht gezeigt), auf welchem sich
eine Siliziumschicht befindet, im Inneren der in Fig. 1
gezeigten Reaktionskammer 100 angebracht. Gas
108 wird in die Reaktionskammer 100 von einer obe-
ren Gasverteilungsplatte 110 aus eingelassen. Dann
wird ein Schalter 104 fir Radiofrequenzleistung (RF)
eingeschaltet. Die Radiofrequenz weist beispielswei-
se eine Ausgangsleistung von etwa 700 W und eine
Frequenz von etwa 13,6 MHz auf. Das Gas, das in
die Reaktionskammer 110 eingelassen wird, ist eine
Mischung, die Stickstofffluorid, Sauerstoff und Stick-
stoff enthalt, in einem Verhaltnis von etwa 10:48:30.
Da jedoch samtliche Mikroteilchen mit hohem Mole-
kulargewicht im Inneren der Reaktionskammer 100
nach einem Trockenreinigungsvorgang oder einer
vorsorglichen Wartung entfernt wurden, muf die Re-
aktionskammer flr einen Zustand wieder aufbereitet
werden, der fur die ubliche Waferatzung geeignet ist.

[0023] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, werden Gase 108
innerhalb der Reaktionskammer 110 durch einen
Auslal 112 abgelassen. Ein Dummy-Wafer 118 mit
einer Photolackschicht 120 auf der Oberflache des
Dummy-Wafers (118) wird auf einer elektrostatischen
Spannvorrichtung 116 angeordnet, und dann wird die
elektrostatische Spannvorrichtung 116 Uber einer un-
teren Elektrode 106 innerhalb der Reaktionskammer
100 angeordnet. Gas 114 wird in die Reaktionskam-
mer 100 eingelassen, und dann wird die RF-Energie
104 eingeschaltet, um einen Atzschritt zum Aufberei-
ten der Reaktionskammer 100 durchzufihren. Das
Gas 100 ist eine Gasmischung, die Stickstoff und
Wasserstoff im Verhaltnis von 50:50 enthalt. Die
RF-Energie 104 wird etwa 1 Minute lang eingeschal-
tet. Da das Gas 114 mit der Photolackschicht 120 auf
dem Dummy-Wafer 118 so reagiert, daf} Mikroteil-
chen mit hohem Molekulargewicht gebildet werden,
kehrt die Reaktionskammer 100 zum Ublichen Be-
triebszustand in sehr kurzer Zeit zurtick.

[0024] Wenn die Gasquelle bei einem tatsachlich fur
die Produktion eingesetzten Atzvorgang Stickstoff
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und Wasserstoff enthalt, kann der Aufbereitungsvor-
gang in-situ mit einem tatsachlichen Wafer fir die
Produktion unmittelbar nach einem Reinigungsvor-
gang durchgefihrt werden. Darlber hinaus fihrt die
Verwendung einer Gasquelle, die gasférmigen Stick-
stoff und Wasserstoff umfafdt, damit diese mit dem
Wafer fur die Produktion reagieren, haufig zu einer
besseren Kontrolle kritischer Abmessungen einer re-
flexvermindernden Schicht, und erzeugt exakt verti-
kale Seitenwande.

[0025] Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Wafers fur die Produktion mit einer reflex-
vermindernden Schicht gemaf der vorliegenden Er-
findung. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, werden eine Isolier-
schicht 124, eine reflexvermindernde Schicht 126
und eine Photolackschicht 128 hintereinander auf ei-
nem Wafer 122 ausgebildet. Die Isolierschicht kann
zum Beispiel eine Siliziumoxidschicht sein. Nachdem
Stickstoff und Wasserstoff von der Gasquelle 114
(Fig. 1 und Fig.2) mit der reflexvermindernden
Schicht 126 und der Photolackschicht 128 oben auf
dem Wafer 122 reagiert haben, kann das in Fig. 1
dargestellte Verfahren zum Reinigen der Reaktions-
kammer 100 verwendet werden.

[0026] Fig. 4 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche die in-situ-Aufbereitung einer Reakti-
onskammer gemal einer bevorzugten Ausfiihrungs-
form der vorliegenden Erfindung erlautert. Gase 108
im Inneren der Reaktionskammer 110 werden durch
den AuslaR 112 abgelassen. Der Wafer 122, auf wel-
chem die Isolierschicht 124, die reflexvermindernde
Schicht 126 und die Photolackschicht 128 vorhanden
sind, wird auf die elektrostatische Spannvorrichtung
116 aufgelegt. Die elektrostatische Spannvorrichtung
116 wird Uber der unteren Elektrode 106 im Inneren
der Reaktionskammer 100 angeordnet. Gas 114 wird
in die Reaktionskammer 100 eingelassen, und dann
wird die RF-Energie 104 eingeschaltet, um sowohl
eine Atzung des Wafers 122 als auch eine Aufberei-
tung der Reaktionskammer 100 durchzufiihren. Das
Gas 114 ist eine Gasmischung, die Stickstoff und
Wasserstoff im Verhaltnis von 50:50 enthalt. Da das
Atzen der reflexvermindernden Schicht 126 den ers-
ten Schritt beim Atzen des Wafers darstellt, ist ganz
am Anfang der Atzvorgang langsam. Sobald jedoch
das Gas von der Gasquelle 114 mit dem Material in
der reflexvermindernden Schicht 126 reagiert, wer-
den schnell Mikroteilchen mit hohem Molekularge-
wicht erzeugt. Innerhalb weniger Minuten kehrt daher
die Reaktionskammer 100 zum normalen Betriebszu-
stand zurlick. Anders ausgedrickt wird, wahrend der
Wafer fur die Produktion geatzt wird, die Reaktions-
kammer 100 in-situ aufbereitet. Nach einer vorsorgli-
chen Wartung wird jedoch die Reaktionskammer 100
vorzugsweise dadurch wieder aufbereitet, daf3 in ihr
ein Dummy-Wafer 118 angeordnet wird, und die vor-
anstehend geschilderten Schritte durchgefuhrt wer-
den.
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[0027] Wie aus der voranstehend geschilderten
Ausfuhrungsform deutlich wird, besteht eine wesent-
liche Eigenschaft der vorliegenden Erfindung in der
Aufbereitung einer Reaktionskammer durch Einlas-
sen von gasférmigem Stickstoff und Wasserstoff in
die Reaktionskammer. Der gasformige Stickstoff und
Wasserstoff reagieren mit dem Photolackmaterial auf
einem Dummy-Wafer, um Mikroteilchen mit hohem
Molekulargewicht zu erzeugen. Daher kann die Re-
aktionskammer innerhalb sehr kurzer Zeit zum nor-
malen Betriebszustand zurlickkehren.

[0028] Der Wiederaufbereitungsschritt kann in sehr
kurzer Zeit fertiggestellt werden. Anders als ein her-
kémmliches Wiederaufbereitungsverfahren, dessen
Durchfiihrung mehr als eine Stunde erfordert, wird
der Verbrauch des Dummy-Wafers wesentlich verrin-
gert. Schlie3lich werden die Kosten flir die Trocken-
reinigung und die vorsorgliche Wartung der Reakti-
onskammer wesentlich verringert.

[0029] Da der Aufbereitungsschritt schnell und ein-
fach durchgefiihrt werden kann, kénnen die Trocken-
reinigungszyklen verlangert werden, um so Produkti-
onsbedingungen zu schaffen, mit denen Produkte
héherer Qualitat hergestellt werden kénnen. Durch
Verklrzung des Trockenreinigungszyklus kdénnen
dartber hinaus die Abstande fur die vorsorgliche
Wartung verringert werden, und kann die Nutzungs-
rate der Einrichtung verbessert werden.

[0030] Wenn die Gase einer Gasquelle, die Stick-
stoff und Wasserstoff enthalt, mit dem Material in ei-
ner reflexvermindernden Schicht auf einen Wafer re-
agieren kdnnen, kann daruber hinaus die Reaktions-
kammer wieder aufbereitet werden, wahrend ein Wa-
fer flr die Produktion geatzt wird. Dies liegt daran,
dafd groRe Mengen an Mikroteilchen mit hohem Mo-
lekulargewicht schnell erzeugt werden, wenn der ers-
te Schritt beim Atzen des Wafers die Atzung der re-
flexvermindernden Schicht ist. Weiterhin wird eine
bessere Kontrolle der kritischen Abmessungen einer
reflexvermindernden Schicht erzielt, und werden ex-
akter vertikale Seitenwande der reflexvermindernden
Schicht erzeugt, wenn die reflexvermindernde
Schicht mit gasférmigem Stickstoff und Wasserstoff
reagiert.

[0031] Fachleuten wird deutlich werden, dal} ver-
schiedene Modifikationen und Variationen bei dem
Gegenstand der vorliegenden Erfindung vorgenom-
men werden kénnen, ohne vom Wesen oder Umfang
der Erfindung abzuweichen. Wesen und Umfang der
vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der Ge-
samtheit der vorliegenden Anmeldeunterlagen und
sollen von den beigefiigten Patentanspriichen um-
faldt sein.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Aufbereiten einer Reaktions-
kammer (100) mit folgenden Schritten:
(a) Reinigen der Reaktionskammer (100), umfas-
send:
Einlassen einer ersten Gasmischung (108) in die Re-
aktionskammer (100);
Einschalten einer Quelle fir Radiofrequenzenergie
zum Einleiten eines Trockenreinigungsvorgangs, um
Mikroteilchen mit hohem Molekulargewicht aus dem
Inneren der Reaktionskammer (100) zu entfernen;
Entfernen der ersten Gasmischung (108) aus der Re-
aktionskammer (100);
(b) Aufbereiten der Reaktionskammer (100), umfas-
send:
Anordnen eines Dummy-Wafers oder eines Produkt-
wafers (118; 122) mit einer Photolackschicht (120)
auf der Oberflache des Dummy-Wafers oder des Pro-
duktwafers (118; 122) im Inneren der Reaktionskam-
mer (100),
Einlassen einer zweiten Gasmischung (114) aus
Wasserstoff und Stickstoff in die Reaktionskammer
(100); und
Einschalten der Quelle fur Radiofrequenzenergie, um
eine Reaktion zwischen der zweiten Gasmischung
(114) und dem Photolackmaterial auf dem Dum-
my-Wafer oder dem Produktwafer (118; 122) durch-
zufihren.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhaltnis von Stickstoff zu Was-
serstoff in der zweiten Gasmischung etwa 50:50 be-
tragt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reinigen der Reaktionskammer
(100) den Vorgang einer vorsorglichen Wartung um-
fasst.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trockenreinigung der Reaktions-
kammer (100) weiterhin umfasst:

Anordnen eines Dummy-Wafers (118) mit einer Silizi-
umschicht im Inneren der Reaktionskammer (100).

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quelle fur Radiofrequenzenergie
eine Ausgangsleistung von etwa 700 W aufweist.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Gasmischung (108) eine Mi-
schung aus Stickstofffluorid, Sauerstoff und Stickstoff
ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhaltnis von Stickstofffluorid,
Sauerstoff und Stickstoff in der ersten Gasmischung
etwa 10:48:30 betragt.
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8. Verfahren nach Anspruch 1, worin der Produkt-
wafer (118) eine reflexvermindemde Schicht (126)
unterhalb der Photolackschicht (128) aufweist, und
die Reaktion zwischen der zweiten Gasmischung
(114) und sowohl der reflexvermindernden Schicht
(126) als auch der Photolackschicht (128) durchge-
fuhrt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trockenreinigung der Reaktions-
kammer (100) weiterhin das Atzen mit einem Sauer-
stoffplasma umfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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